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Исследование материалов на основе оксида галлия набирает все большую интенсивность благодаря возможностям использования данного материала в устройствах силовой электроники и оптоэлектроники. Однако, задача контролируемого легирования для изменения электрофизических параметров остается не до конца исследованной. В данной работе исследована зависимость структуры и электрофизических свойств оксида галлия в зависимости от режимов ионного легирования кремнием и термообработки.
В качестве исходных образцов для исследования использовались как монокристаллы β-Ga2O3, так и тонкие пленки, осажденные на подложки сапфира. Для улучшения кристаллического качества часть пленок до имплантации отжигалась при температуре 900 °С. Далее образцы облучались ионами кремния и подвергались отжигу для активации внедренной примеси.
Исследование структуры пленок оксида галлия, осажденных на подложки сапфира, продемонстрировало возможность получения близких к эпитаксиальным структур в результате постростового отжига. Для имплантированных образцов после заключительного отжига было обнаружено, что исходно непроводящие образцы приобретают проводимость электронного типа, причем концентрация носителей немонотонно зависит от дозы облучения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-00052, https://rscf.ru/project/23-79-00052/.

